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摘 要

本研究主要針對數位廣播（DAB）傳輸訊號在建築物造成電波死角所需改善問題，去設計訊號傳輸中繼器，即所謂電波間

隙補強器（Gap-Filler）。此中繼器除了可提供在大樓之間改善電波死角的功能外，也可作為訊號強度的中繼補強。   本文

針對數位廣播的BandⅢ（170�240MHz）與L-Band (1452~1492MHz)頻段下設計電波間隙補強器，吾人將電波間隙補強器

分為低雜訊放大器與功率放大器兩部份來設計，最後利用單頻網時間延遲控制器將其整合起來並選擇所需的接收和發射天

線來搭配使用。文中設計的低雜訊放大器所使用的主動元件為飛利浦（Philips）公司生產的BFG425W，功率放大器使

用BFG21W，搭配射頻電路設計軟體（Advanced Design System 2004A）並依據射頻電路（RF Circuit）的相關觀念下去做

所需的阻抗匹配，此頻段作阻抗匹配時大量採用表面黏著元件（SMD）的集總元件（Lump Element），並將全部電路製

作於FR4印刷電路板上，最後將整體的電路利用網路分析儀，量測其整體的S參數。

關鍵詞 : 數位廣播 ; 電波間隙補強器 ; 低雜訊放大器 ; 功率放大器
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